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(57)【要約】
【課題】画素電極と共通電極との間に印加する基板に略
平行な横電界によって、ホモジニアス配向の液晶を回転
させることにより表示を行う横電界方式の液晶表示装置
において、液晶分子の駆動エリアをサブ画素内で拡大し
つつ蓄積容量を十分に確保する。
【解決手段】ソース電極に接続されたソース画素電極が
前記データ線に沿って延在されており、隣接走査線上に
は、前記データ線と同一の層で形成された蓄積容量電極
が前記隣接走査線と重なるように形成されており、前記
ソース画素電極は、前記蓄積容量電極と画素に１辺に沿
って、接続するように配置されており、前記ソース画素
電極上には層間膜が形成されており、前記層間膜上には
、透明導電膜で形成された画素電極および共通電極が形
成されており、前記画素電極は、前記ソース画素電極に
スルーホールを介して接続されており、走査線の延在方
向に延在する櫛歯電極を構成することにより、高い開口
率を得る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画素電極と共通電極との間に印加する基板に略平行な横電界によって、水平配向の液晶
を回転させることにより表示を行う横電界方式の液晶表示装置において、
　平行配置された複数のデータ線と、前記データ線と略垂直をなして互いに平行配置され
た複数の走査線とを有し、各データ線および各走査線によって囲まれるマトリクス状に配
列されたそれぞれのサブ画素に対応し前記データ線と前記走査線との交差部近傍に薄膜ト
ランジスタを備える基板と、
　前記サブ画素領域内で前記データ線に沿って延在し、前記薄膜トランジスタのソース電
極と接続された電位供給ラインと、
　前記電位供給ラインと連なり前記走査線上に絶縁層を介して配置され前記走査線との間
で容量を形成する蓄積容量電極と、を備え、
　前記画素電極は画素電極第１部と画素電極第２部を有し、
　前記画素電極第１部は前記サブ画素領域内で前記電位供給ラインの上側の層に配置され
て前記走査線と略平行をなして線状に形成され、
　前記画素電極第２部は前記画素電極第１部と連なり前記データ線と平行に形成されて前
記電位供給ラインに接続され、
　前記共通電極は共通電極第１部と共通電極第２部を有し、
　前記共通電極第１部は前記画素電極第１部と対向しながら配列してそれぞれが前記画素
電極第１部と等しい距離だけ離間して前記基板と略平行な電界を形成し、
　前記共通電極第２部は前記共通電極第１部と連なり前記蓄積容量電極の上側に絶縁層を
介して設けられる、ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　画素電極と共通電極との間に印加する基板に略平行な横電界によって、水平配向の液晶
を回転させることにより表示を行う横電界方式の液晶表示装置において、
　平行配置された複数のデータ線と、前記データ線と略垂直をなして互いに平行配置され
た複数の走査線とを有し、各データ線および各走査線によって囲まれるマトリクス状に配
列されたそれぞれのサブ画素に対応し前記データ線と前記走査線との交差部近傍に薄膜ト
ランジスタを備える基板と、
　前記サブ画素領域内で前記データ線に沿って延在し、前記薄膜トランジスタのソース電
極と接続された電位供給ラインと、
　前記電位供給ラインと連なり前記走査線上に絶縁層を介して配置され前記走査線との間
で容量を形成する蓄積容量電極と、を備え
　前記画素電極は前記サブ画素領域内で、前記電位供給ラインの上側で面状に拡がり前記
電位供給ラインに接続され、
　前記共通電極は共通電極第１部と共通電極第２部とを有し、
　前記共通電極第１部は前記画素電極の上側に絶縁層を介して前記画素電極と向かい合っ
て配列して、前記画素電極との間に前記基板と略平行な電界を形成し、
　前記共通電極第２部は前記共通電極第１部と連なり前記蓄積容量電極の上側に絶縁膜を
介して設けられたことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項３】
　画素電極と共通電極との間に印加する基板に略平行な横電界によって、水平配向の液晶
を回転させることにより表示を行う横電界方式の液晶表示装置において、
　平行配置された複数のデータ線と、前記データ線と略垂直をなして互いに平行配置され
た複数の走査線とを有し、各データ線および各走査線によって囲まれるマトリクス状に配
列されたそれぞれのサブ画素に対応し前記データ線と前記走査線との交差部近傍に薄膜ト
ランジスタを備える基板と、
　前記サブ画素領域内で前記データ線に沿って延在し、前記薄膜トランジスタのソース電
極と接続された電位供給ラインと、
　前記電位供給ラインと連なり前記走査線上に絶縁層を介して配置され前記走査線との間
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で容量を形成する蓄積容量電極と、を備え、
　前記共通電極は前記サブ画素領域内で、前記電位供給ラインの上側で面状に拡がり前記
電位供給ラインに接続され、
　前記画素電極は画素電極第１部と画素電極第２部を有し、
　前記画素電極第１部は前記共通電極の上側に絶縁層を介して前記共通電極と向かい合っ
て配列し、前記共通電極との間に前記基板と略平行な電界を形成し、
　前記画素電極第２部はこの前記画素電極第１部と連なり前記電位供給ラインの上側に絶
縁層を介して設けられる、液晶表示装置。
【請求項４】
　前記電位供給ラインと前記蓄積容量電極とが前記データ線と前記走査線との交差部近傍
で連なる略Ｌ字形状に形成したことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の
液晶表示装置。
【請求項５】
　前記蓄積容量電極が前記走査線を覆い、前記共通電極第２部が前記蓄積容量電極を覆う
ように形成したことを特徴とする請求項１乃至２のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　複数の前記データ線の間隔を、複数の前記走査線の間隔に比べて大きく配置したことを
特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、液晶表示装置に関し、特に、薄膜トランジスタ基板に略垂直な電界で液晶
分子を駆動させるアクティブマトリクス型液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から広く用いられているＴＮ（Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ）方式は、高コン
トラストである反面、液晶の分子軸が垂直電界によって立ち上がることから視角依存性が
著しいという問題があった。近年ではＴＶなど大型モニター向けの需要が高まっており、
ＩＰＳ（Ｉｎ－Ｐｌａｎｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）方式やＦＦＳ方式といった薄膜トラン
ジスタ（以降、ＴＦＴという）が設けられる基板に対して略平行な電界を液晶分子に付与
して駆動させる、いわゆる横電界方式の液晶パネルが普及している。横電界方式の液晶パ
ネルとして、例えばＩＰＳ方式は、基板上のデータ線もしくは走査線に略平行な複数の画
素電極と、この画素電極と対をなす共通電極とを備え、これら画素電極と共通電極との間
に形成される上記基板に略平行な電界によって上記基板に対して平行な面内で液晶分子を
回転させて表示を制御している。この方式で液晶分子を駆動することにより、分子軸の立
ち上がり角に対する視角依存性がなくなるため、ＴＮ方式よりも視角特性が大幅に有利と
なる。
【０００３】
　このような液晶表示装置において、より広い範囲で液晶分子を駆動されることが好まし
く、例えば、ＴＦＴが設けられる基板とこの基板に対向配置されカラーフィルタを備える
対向基板との間に層設される液晶材料をより広いエリアで駆動させる技術が特許文献１な
どに記載されている。例えば特許文献１では、隣接する画素電極の間隔を従来の加工マー
ジンで決定される限界よりも縮小し、かつ隣接する画素電極の短絡を防ぐ技術が示されて
いる。また、特許文献２には、画素電極と対向電極を走査線と略平行にし、データ線とソ
ース画素電極を隣接させ、また走査線上に蓄積容量電極を形成し、輝度を向上させた横電
界方式の液晶表示装置が開示されている（図１０）。一方、特許文献３には、走査線及び
データ線が層間絶縁膜を介して共通電極に覆われ、開口率を向上させた横電界方式の液晶
表示装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２１２４３６号公報
【特許文献２】特開２００２－１２２８７６号公報
【特許文献３】特開２００４－０６２１４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、特許文献１では、基板と略平行な電界を形成するためには、基板上に画素電
極と共通電極とを配置する必要があり、例えばデータ線と画素電極との間にはデータ信号
伝達の遅延が発生しないようにクリアランスを設ける必要があるが、このクリアランスの
ためにデータ線から電極を離さなければならず、サブ画素内で液晶分子の駆動範囲を広げ
られず開口率を高められないといった課題があった。
【０００６】
　また、特許文献２に対して、横電界方式の液晶表示装置では、データ線と画素電極との
間にはデータ信号伝達の遅延が発生しないようにクリアランスを設ける必要があるが、例
えば上記のような液晶表示装置においては、データ線と画素電極が同層にあるため、画素
電極の結束部分をデータ線から離さなければならず、サブ画素内で液晶分子の駆動範囲を
広げられないという課題があった。
【０００７】
　一方、特許文献３において、この液晶表示装置では蓄積容量は、画素電極と共通電極配
線及び画素電極と共通電極の間で形成されている。この蓄積容量は構造上画素の短辺側に
形成されるため、面積が大きく取れず、十分な蓄積容量を確保できないという課題があっ
た。
【０００８】
　本発明は上記の事情に鑑みてなされたものであり、液晶分子の駆動エリアをサブ画素内
で拡大しつつ蓄積容量を十分に確保することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明の液晶表示装置は、画素電極と共通電極との間に印
加する基板に略平行な横電界によって、水平配向の液晶を回転させることにより表示を行
う横電界方式の液晶表示装置において、平行配置された複数のデータ線と、前記データ線
と略垂直をなして互いに平行配置された複数の走査線とを有し、各データ線および各走査
線によって囲まれるマトリクス状に配列されたそれぞれのサブ画素に対応し前記データ線
と前記走査線との交差部近傍に薄膜トランジスタを備える基板と、前記サブ画素領域内で
前記データ線に沿って延在し、前記薄膜トランジスタのソース電極と接続された電位供給
ラインと、前記電位供給ラインと連なり前記走査線上に絶縁層を介して配置され前記走査
線との間で容量を形成する蓄積容量電極と、を備え、前記画素電極は画素電極第１部と画
素電極第２部を有し、前記画素電極第１部は前記サブ画素領域内で前記電位供給ラインの
上側の層に配置されて前記走査線と略平行をなして線状のパタンで形成されて画素電極と
一定距離だけ離間して形成され、前記画素電極第２部は前記画素電極第１部と連なり前記
データ線と平行に形成され前記電位供給ラインに接続され、前記共通電極は共通電極第１
部と共通電極第２部を有し、前記共通電極第１部は前記画素電極第１部と対向しながら配
列してそれぞれが前記画素電極第１部と等しい距離だけ離間して前記基板と略平行な電界
を形成し、前記共通電極第２部は前記共通電極第１部と連なり前記蓄積容量電極の上側に
絶縁層を介して設けられる、ことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の液晶表示装置は、画素電極と共通電極との間に印加する基板に略平行な
横電界によって、水平配向の液晶を回転させることにより表示を行う横電界方式の液晶表
示装置において、平行配置された複数のデータ線と、前記データ線と略垂直をなして互い
に平行配置された複数の走査線とを有し、各データ線および各走査線によって囲まれるマ



(5) JP 2013-190703 A 2013.9.26

10

20

30

40

50

トリクス状に配列されたそれぞれのサブ画素に対応し前記データ線と前記走査線との交差
部近傍に薄膜トランジスタを備える基板と、前記サブ画素領域内で前記データ線に沿って
延在し、前記薄膜トランジスタのソース電極と接続された電位供給ラインと、前記電位供
給ラインと連なり前記走査線上に絶縁層を介して配置され前記走査線との間で容量を形成
する蓄積容量電極と、を備え前記画素電極は前記サブ画素領域内で、前記電位供給ライン
の上側で面状に拡がり前記電位供給ラインに接続され、前記共通電極は共通電極第１部と
共通電極第２部とを有し、前記共通電極第１部は前記画素電極の上側に絶縁層を介して前
記画素電極と向かい合って配列してそれぞれが前記画素電極と等しい距離だけ離間して画
素電極との間に前記基板と略平行な電界を形成し、前記共通電極第２部は前記共通電極第
１部と連なり前記蓄積容量電極の上側に設けられたことを特徴とする。
【００１１】
　さらに、本発明の液晶表示装置は、画素電極と共通電極との間に印加する基板に略平行
な横電界によって、水平配向の液晶を回転させることにより表示を行う横電界方式の液晶
表示装置において、平行配置された複数のデータ線と、前記データ線と略垂直をなして互
いに平行配置された複数の走査線とを有し、各データ線および各走査線によって囲まれる
マトリクス状に配列されたそれぞれのサブ画素に対応し前記データ線と前記走査線との交
差部近傍に薄膜トランジスタを備える基板と、前記サブ画素領域内で前記データ線に沿っ
て延在し、前記薄膜トランジスタのソース電極と接続された電位供給ラインと、前記電位
供給ラインと連なり前記走査線上に絶縁層を介して配置され前記走査線との間で容量を形
成する蓄積容量電極と、を備え、前記共通電極は前記サブ画素領域内で、前記電位供給ラ
インの上側で面状に拡がり前記電位供給ラインに接続され、前記画素電極は画素電極第１
部と画素電極第２部を有し、前記画素電極第１部は前記共通電極の上側に絶縁層を介して
前記共通電極と向かい合って配列し、それぞれが前記共通電極と等しい距離だけ離間して
共通電極との間に前記基板と略平行な電界を形成し、前記画素電極第２部はこの前記画素
電極第１部と連なり前記蓄積容量電極の上側に絶縁層を介して設けられる。
【発明の効果】
【００１２】
　本願発明により、基板と垂直な方向から観察して、画素電極もしくは共通電極をデータ
線側により近づけて配置することができ液晶分子を駆動するための電界をサブ画素内でよ
り広く形成しながら、蓄積容量を十分に確保することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施例からなる液晶表示装置の１サブ画素の構成を示す平面図で
ある。
【図２】本発明の第１の実施例からなる液晶表示装置を示す図１におけるＡ－Ａ’におけ
る断面図を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施例からなる液晶表示装置のデータ線の延びる方向と略垂直な
平面で基板を切断した断面図である。
【図４】本発明の第１の実施例からなる液晶表示装置を示す図１のサブ画素を３つ並べた
態様を示す説明図である。
【図５】本発明の第２の実施例からなる液晶表示装置の１サブ画素の構成を示す平面図で
ある。
【図６】本発明の第２の実施例からなる液晶表示装置を示す図５におけるＡ－Ａ’におけ
る断面図を示す図である。
【図７】本発明の第３の実施例からなる液晶表示装置の１サブ画素の構成を示す平面図で
ある。
【図８】本発明の第３の実施例からなる液晶表示装置を示す図７におけるＡ－Ａ’におけ
る断面図を示す図である。
【図９】本発明の第３の実施例からなる液晶表示装置のデータ線の延びる方向と垂直な平
面で基板を切断した断面図である。
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【図１０】従来の液晶表示装置の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の実施の形態について実施例に沿って説明する。
【実施例１】
【００１５】
　図１に示すように、液晶表示装置は、複数のデータ線１が互いに平行をなして透明な基
板（第１基板）上に配置されている。このデータ線１と略垂直をなして複数の走査線２が
配置され、これら複数のデータ線１と走査線２とによってマトリクス上に配列された複数
のサブ画素領域が区画されている。
【００１６】
　データ線と交差する近傍付近の走査線上にはゲート電極が設けられ、走査線と交差する
データ線からはドレイン電極が接続されている。このような構造により、データ線１と走
査線２との近傍には薄膜トランジスタを形成して配置することができる。
【００１７】
　データ線の一方の横側には、データ線１に沿ってソース画素電極（ソース電極と接続さ
れた電位供給ライン）が配置され、ＴＦＴからのソース電極はこのソース画素電極に接続
されている。
【００１８】
　ソース画素電極９の上層には、画素電極が配置され、画素電極は櫛歯状に形成されてい
る。
【００１９】
　例えば、画素電極は、走査線と略平行な複数の第１の部分３（画素電極の第１部）と、
この第１の部分３と連なる第２の部分４（画素電極の第２部）とから構成される。
【００２０】
　画素電極に対応し、共通電極も走査線と略平行な複数の第１の部分５（共通電極の第１
部）と、この第１の部分５と連なる第３、第２の部分７、６（共通電極の第３部、第２部
）とを有する。
【００２１】
　共通電極の第１の部分５と、画素電極の第１の部分３とは互いに一定間隔を隔てて配置
され、基板と略平行な電界を形成することができる。
【００２２】
　図１および図２に示す第１の実施例の画素を以下、作成順を追って、詳細に説明する。
【００２３】
　まず、第１の絶縁性基板１２としてガラス基板上に、第１の金属層Ｃｒ　２５００Ａに
より、走査線２を形成する。
【００２４】
　次にゲート絶縁膜１３としてＳｉＮｘ　５０００Ａ、薄膜半導体層ａ－Ｓｉ　２０００
Ａ／ｎ－ａ－Ｓｉ　５００Ａを形成し、薄膜半導体層１０を画素のスイッチング素子とし
て設けるＴＦＴ部分のみを残して、パターニングする。さらに、第２の金属層Ｃｒ　２５
００Ａにより、データ線１、ＴＦＴのソース・ドレイン電極、ＴＦＴのソース電極に接続
されたソース画素電極９、および蓄積容量電極８を形成する。
【００２５】
　次に、ＴＦＴのソース・ドレイン電極をマスクとして、ＴＦＴチャネル部のｎ－ａ－Ｓ
ｉを除去する。
【００２６】
　次に、保護絶縁膜１４としてＳｉＮｘ　６０００Ａを形成し、画素電極を接続するスル
ーホール２５を形成する。
【００２７】
　さらに、この上に、透明電極ＩＴＯ　８００Ａにより、画素電極の第１の部分３、画素
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電極の第１の部分どうしを接続する第２の部分４、共通電極の第１の部分５、走査線をシ
ールドする共通電極の第２の部分６、データ線をシールドする共通電極の第３の部分７か
らなるパタンを形成する。ＩＴＯで形成された画素電極は第２の部分４において、スルー
ホール２５を介して、第２の金属層で形成したソース画素電極９に接続される。
【００２８】
　以上の方法により、ＴＦＴアレイを形成する。
【００２９】
　次にカラーフィルタ基板の製造方法を述べる。第２の透明絶縁性基板２２の裏面にＩＴ
Ｏ膜２３を２００Ａ形成する。さらに表面に、ブラックマトリクス３４を形成し、その後
、緑（Ｇ）色層１９、赤（Ｒ）色層２０、青（Ｂ）色層２１の順にパタン形成する。さら
にオーバーコート膜１８を形成し、その上に、柱状スペーサ３５を形成する。
【００３０】
　以上のようにして作製したアレイ基板とカラーフィルタ基板の表面に配向膜１５、１６
を形成し、３２の方向にラビング処理を行って、両基板を貼り合わせて、この中に液晶材
を注入して、封止する。液晶１７は、液晶の初期配向３２の向きに配向する。
【００３１】
　さらに、両側のガラス基板の外側に、偏光軸が直交するように、偏光板１１、２４を貼
付する。ＴＦＴアレイ基板側の入射側偏光板の吸収軸の向きは、液晶の初期配向方向と一
致させるようにした。
【００３２】
　上述のように作製した液晶表示パネルに、バックライトと駆動回路を実装することによ
り、実施例１の横電界方式のアクティブマトリクス型液晶表示装置が完成する。
【００３３】
　櫛歯状の電極を構成する画素電極の第１の部分３と共通電極の第１の部分５、および走
査線をシールドする共通電極の第２の部分６は、互いに略平行に形成され、画素の中央付
近で屈曲する形になっている。画素電極の第１の部分３の右側半分は、液晶配向方向から
時計回りにθ、左側下側半分は－θだけ傾いている。
【００３４】
　このように、走査線２およびこの延在方向に延在する櫛歯電極を構成する画素電極３お
よび共通電極５が液晶の配向方向に関して対称に屈曲していることにより、画素電極３と
共通電極５との間に、画素の図で右半分では、垂直方向（データ線の延在方向）から、時
計回りにθ回転した方向の電界が印加され、画素の図で左半分では、垂直方向から反時計
回りのθ回転した方向の電界が印加されることとなる。
【００３５】
　これらの電界により、画素の左右で、液晶分子は互いに逆方向に回転することになるの
で、これらが互いに光学的に補償しあうことにより、階調反転や色つきのない広い視野角
特性を得ることができる。本実施例では、θ＝１５°とした。
【００３６】
　データ線１と同じ第２の金属層からなるソース画素電極９は、データ線１に沿って延在
され、隣接する走査線２でサブ画素の辺を構成する走査線２上に形成された第２の金属層
からなる蓄積容量電極８に接続される。
【００３７】
　前記走査線２上に形成された前記第２の金属層からなる蓄積容量電極８は、前記走査線
２との間に容量を形成し、蓄積容量として機能する。
【００３８】
　蓄積容量電極８は、共通電極の第２の部分６にも覆われているため、蓄積容量電極８と
共通電極の第２の部分６との間にも、蓄積容量が形成される。これにより、少ない面積で
より大きな蓄積容量を形成することができる。
【００３９】
　第２の金属層からなる蓄積容量電極８は、走査線２より幅広で、走査線２を覆うように
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することが望ましい。このようにすることにより、第２の金属層からなる蓄積容量電極８
は画素電極３と等電位を有するため、走査線２からの電界をシールドする機能を有する。
このため、走査線２をシールドする共通電極の第２の部分６は、幅をそれほど広く取る必
要がない。
【００４０】
　第２の金属層からなる蓄積容量電極６がない場合、走査線２の電界をシールドするため
の共通電極６は、走査線２のエッジから７μｍ張り出させる必要であったが、このように
第２の金属層からなる蓄積容量電極８で覆うことにより、張り出し幅は６μｍに減ずるこ
とができた。
【００４１】
　上述の説明の通り、本願の第１の発明を適用することにより、走査線方向に長いサブ画
素において、高い開口率を得ることができるがわかる。
【００４２】
　図３に示すように、ソース画素電極９の上側に画素電極を設けることにより、画素電極
をデータ線１側により近づけることができ、液晶駆動用の電界をより広いエリアで形成す
ることができる。
【００４３】
　また、薄膜トランジスタのソース電極に接続されたソース画素電極９をデータ線１に沿
って延在させることにより、ソース画素電極９がサブ画素の短い辺に形成され、長さを最
も短くできるため、当該部分の面積を極小とすることができる。これにより、開口率を向
上できる。
【００４４】
　また、ソース画素電極９と蓄積容量電極とを略Ｌ字形状の形成したことで、開口率を高
めることができる。
【００４５】
　本画素構造においては、共通電極電位は、全て最上層のＩＴＯで形成されており、最上
層ＩＴＯをマトリクス状に形成することで、これを周辺において、共通電極電位に接続す
るようにしている。サブ画素内には、これ以外の層で共通電極電位に接続された電極を有
さない。これにより開口率向上を妨げる電極を形成しなくて良いため、開口率を向上でき
る。
【００４６】
　以上のような構成をとることにより、開口率向上の妨げとなる余分な電極を形成するこ
となく、少ない面積で、十分大きな蓄積容量を形成することが可能となり、また走査線２
およびデータ線１からの電界を十分にシールドすることが可能となるため、高開口率で透
過率の高い良好な液晶表示を得ることができる。
【００４７】
　図４には、図１に示された１サブ画素をデータ線の延在方向に３サブ画素並べることに
より１画素を形成した例を示す。３つのサブ画素はそれぞれＲ２０、Ｇ１９、Ｂ２１の色
層に対応させた。このようにＲＧＢが同じデータ線に接続するようにサブ画素を配置する
場合のように、横長のサブ画素において、本画素構造は高い開口率を有する。このように
、ＲＧＢのサブ画素を同じデータ線に接続することにより、データ線を駆動するドライバ
ーＩＣの個数を減らすことができ、より低コストで、液晶表示装置を作製することができ
る。
【００４８】
　データ線の延在方向には、ブラックマトリクス３４を配置して、データ線１の近傍およ
びＴＦＴに対向する部分を遮光する。ＲＧＢの色層は走査線２の延在方向に延在したパタ
ンとして、色層の境界においては、６μｍ程度の色層どうしが重なるように色重ね遮光部
３６を配置した。走査線２上は第２の金属層からなる蓄積容量電極８およびＩＴＯで形成
された共通電極の第２の部分６によってシールドされているため、走査線２からの電界に
より液晶が動くことがないので、それほど遮光性能を高くする必要はなく、色重ね遮光部



(9) JP 2013-190703 A 2013.9.26

10

20

30

40

50

３６を６μｍ幅でとることにより、色層間の混色を防ぐことができ、かつ開口部に遮光部
がはみ出すことがなく、高い透過率を維持できる。
【実施例２】
【００４９】
　本願発明の第６の実施例について、図５、図６を用いて説明する。図５は本願発明の第
２の実施例に係る液晶表示装置の１サブ画素の構成を示す平面図である。図６に図１２の
Ａ－Ａ’における断面図を示す。
【００５０】
　図５および図６に示す第２の実施例の画素を以下、作成順を追って、詳細に説明する。
【００５１】
　まず、第１の絶縁性基板１２としてガラス基板上に、第１の金属層Ｃｒ　２５００Ａに
より、走査線２を形成する。
【００５２】
　次にゲート絶縁膜１３としてＳｉＮｘ　５０００Ａ、薄膜半導体層ａ－Ｓｉ　２０００
Ａ／ｎ－ａ－Ｓｉ　５００Ａを形成し、薄膜半導体層１０を画素のスイッチング素子とし
て設けるＴＦＴ部分のみを残して、パターニングする。さらに、第２の金属層Ｃｒ　２５
００Ａにより、データ線１、ＴＦＴのソース・ドレイン電極、ＴＦＴのソース電極に接続
されたソース画素電極９、および蓄積容量電極８を形成する。
【００５３】
　次に、ＴＦＴのソース・ドレイン電極をマスクとして、ＴＦＴチャネル部のｎ－ａ－Ｓ
ｉを除去する。
【００５４】
　次に、透明電極ＩＴＯ　８００Ａにより、平面状の画素電極４１を形成する。
【００５５】
　次に、保護絶縁膜１４としてＳｉＮｘ　６０００Ａを形成し、画素電極を接続するスル
ーホール２５を形成する。
【００５６】
　さらに、この上に、透明電極ＩＴＯ　８００Ａにより、共通電極の第１の部分５、走査
線をシールドする共通電極の第２の部分６、データ線をシールドする共通電極の第３の部
分７からなるパタンを形成する。
【００５７】
　以上の方法により、ＴＦＴアレイを形成する。
【００５８】
　次にカラーフィルタ基板の製造方法を述べる。第２の透明絶縁性基板２２の裏面にＩＴ
Ｏ膜２３を２００Ａ形成する。さらに表面に、ブラックマトリクス３４を形成し、その後
、緑（Ｇ）色層１９、赤（Ｒ）色層２０、青（Ｂ）色層２１の順にパタン形成する。さら
にオーバーコート膜１８を形成し、その上に、柱状スペーサ３５を形成する。
【００５９】
　以上のようにして作製したアレイ基板とカラーフィルタ基板の表面に配向膜１５、１６
を形成し、３２の方向にラビング処理を行って、両基板を貼り合わせて、この中に液晶材
を注入して、封止する。液晶１７は、液晶の初期配向３２の向きに配向する。
【００６０】
　さらに、両側のガラス基板の外側に、偏光軸が直交するように、偏光板１１、２４を貼
付する。ＴＦＴアレイ基板側の入射側偏光板の吸収軸の向きは、液晶の初期配向方向と一
致させるようにした。
【００６１】
　上述のように作製した液晶表示パネルに、バックライトと駆動回路を実装することによ
り、実施例５の横電界方式のアクティブマトリクス型液晶表示装置が完成する。
【００６２】
　共通電極の第１の部分５、および走査線をシールドする共通電極の第２の部分６は、互
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いに略平行に形成され、画素の中央付近で屈曲する形になっている。
このように、走査線２およびこの延在方向に延在する櫛歯電極を構成する共通電極５が液
晶の配向方向に関して対称に屈曲していることにより、画素電極４１と共通電極５との間
に、画素の図で右半分では、垂直方向（データ線の延在方向）から、時計回りにθ回転し
た方向のフリンジ電界が印加され、画素の図で左半分では、垂直方向から反時計回りのθ
回転した方向の電界が印加されることとなる。
【００６３】
　これらの電界により、画素の左右で、液晶分子は互いに逆方向に回転することになるの
で、これらが互いに光学的に補償しあうことにより、階調反転や色つきのない広い視野角
特性を得ることができる。本実施例では、θ＝８°とした。
【００６４】
　データ線１と同じ第２の金属層からなるソース画素電極９は、データ線１に沿って延在
され、隣接する走査線２でサブ画素の辺を構成する走査線２上に形成された第２の金属層
からなる蓄積容量電極８に接続される。
【００６５】
　このように薄膜トランジスタのソース電極に接続されたソース画素電極９をデータ線１
に沿って延在させることにより、ソース画素電極９がサブ画素の短い辺に形成され、長さ
を最も短くできるため、当該部分の面積を極小とすることができる。これにより、開口率
を向上できる。
【００６６】
　前記走査線２上に形成された前記第２の金属層からなる蓄積容量電極８は、前記走査線
２との間に容量を形成し、蓄積容量として機能する。
【００６７】
　蓄積容量電極８は、共通電極の第２の部分６にも覆われているため、蓄積容量電極８と
共通電極の第２の部分６との間にも、蓄積容量が形成される。これにより、少ない面積で
より大きな蓄積容量を形成することができる。
【００６８】
　第２の金属層からなる蓄積容量電極８は、走査線２より幅広で、走査線２を覆うように
することが望ましい。このようにすることにより、第２の金属層からなる蓄積容量電極８
は画素電極４１と等電位を有するため、走査線２からの電界をシールドする機能を有する
。このため、走査線２をシールドする共通電極の第２の部分６は、幅をそれほど広く取る
必要がない。
【００６９】
　第２の金属層からなる蓄積容量電極６がない場合、走査線２の電界をシールドするため
の共通電極６は、走査線２のエッジから７μｍ張り出させる必要であったが、このように
第２の金属層からなる蓄積容量電極８で覆うことにより、張り出し幅は６μｍに減ずるこ
とができた。
【００７０】
　データ線１をシールドする共通電極の第３の部分７は、データ線１と第２の金属層から
なるソース画素電極部分９との間をシールドするように形成されている。これにより、デ
ータ線１と画素電極４１との間に印加される電界により、液晶が変形することによるその
部分からの光漏れによるクロストークを抑えることができる。
【００７１】
　柱状スペーサ３５は、Ｂサブ画素のブラックマトリクス上で、アレイ基板上のソース画
素電極９近傍に当接する位置に配置した。このようにすることにより、開口部に影響を与
えることなく、高い開口率を維持できた。
【００７２】
　上述の説明の通り、本願の第２の発明を適用することにより、走査線方向に長いサブ画
素において、高い開口率を得ることができるがわかる。
【００７３】
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　本画素構造においては、共通電極電位は、全て最上層のＩＴＯで形成されており、最上
層ＩＴＯをマトリクス状に形成することで、これを周辺において、共通電極電位に接続す
るようにしている。サブ画素内には、これ以外の層で共通電極電位に接続された電極を有
さない。これにより開口率向上を妨げる電極を形成しなくて良いため、開口率を向上でき
る。
【００７４】
　以上のような構成をとることにより、開口率向上の妨げとなる余分な電極を形成するこ
となく、少ない面積で、十分大きな蓄積容量を形成することが可能となり、また走査線２
およびデータ線１からの電界を十分にシールドすることが可能となるため、高開口率で透
過率の高い良好な液晶表示を得ることができる。
【実施例３】
【００７５】
　本願発明の第２の実施例について、図７、図８、図９を用いて説明する。図７は本願発
明の第３の実施例に係る液晶表示装置の１サブ画素の構成を示す平面図である。図８に図
７のＡ－Ａ’における断面図を示す。
【００７６】
　図７～図９に示す第２の実施例の画素を以下、作成順を追って、詳細に説明する。
【００７７】
　まず、第１の絶縁性基板１２としてガラス基板上に、第１の金属層Ｃｒ　２５００Ａに
より、走査線２を形成する。
【００７８】
　次にゲート絶縁膜１３としてＳｉＮｘ　５０００Ａ、薄膜半導体層ａ－Ｓｉ　２０００
Ａ／ｎ－ａ－Ｓｉ　５００Ａを形成し、薄膜半導体層１０を画素のスイッチング素子とし
て設けるＴＦＴ部分のみを残して、パターニングする。さらに、第２の金属層Ｃｒ　２５
００Ａにより、データ線１、ＴＦＴのソース・ドレイン電極、ＴＦＴのソース電極に接続
されたソース画素電極９、および蓄積容量電極８を形成する。
【００７９】
　次に、ＴＦＴのソース・ドレイン電極をマスクとして、ＴＦＴチャネル部のｎ－ａ－Ｓ
ｉを除去する。
【００８０】
　次に、保護絶縁膜１４としてＳｉＮｘ　６０００Ａを形成する。
【００８１】
　さらに、この上に、透明電極ＩＴＯ　８００Ａにより、平面状の共通電極４３を形成す
る。平面状の共通電極４３には、画素電極を接続するためのスルーホール４４を形成して
おく。
【００８２】
　次に、第２の保護絶縁膜４５として、ＳｉＮｘ　３０００Ａを形成する。
【００８３】
　ここで、ゲート絶縁膜１３、保護絶縁膜１４、第２の保護絶縁膜４５にスルーホール２
５を形成する。
【００８４】
　さらに、この上に、透明電極ＩＴＯ　８００Ａにより、複数のストライプ状の画素電極
４２およびこれらを連結する画素電極の第２の部分４６からなるパタンを形成し、スルー
ホール２５、４４を介して、画素電極の第２の部分４６の箇所で、ソース画素電極９に接
続される。
【００８５】
　以上の方法により、ＴＦＴアレイを形成する。
【００８６】
　カラーフィルタ基板の製造方法を述べる（図４参照）。第２の透明絶縁性基板２２の裏
面にＩＴＯ膜２３を２００Ａ形成する。さらに表面に、ブラックマトリクス３４を形成し
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、その後、緑（Ｇ）色層１９、赤（Ｒ）色層２０、青（Ｂ）色層２１の順にパタン形成す
る。さらにオーバーコート膜１８を形成し、その上に、柱状スペーサ３５を形成する。
【００８７】
　以上のようにして作製したアレイ基板とカラーフィルタ基板の表面に配向膜１５、１６
を形成し、３２の方向にラビング処理を行って、両基板を貼り合わせて、この中に液晶材
を注入して、封止する。液晶１７は、液晶の初期配向３２の向きに配向する。
【００８８】
　さらに、両側のガラス基板の外側に、偏光軸が直交するように、偏光板１１、２４を貼
付する。ＴＦＴアレイ基板側の入射側偏光板の吸収軸の向きは、液晶の初期配向方向と一
致させるようにした。
【００８９】
　上述のように作製した液晶表示パネルに、バックライトと駆動回路を実装することによ
り、実施例６の横電界方式のアクティブマトリクス型液晶表示装置が完成する。
【００９０】
　このように、走査線２およびこの延在方向に延在するストライプ状の画素電極４２が液
晶の配向方向に関して対称に屈曲していることにより、ストライプ状の画素電極４２と平
面状の共通電極４３との間に、画素の図で右半分では、垂直方向（データ線の延在方向）
から、時計回りにθ回転した方向のフリンジ電界が印加され、画素の図で左半分では、垂
直方向から反時計回りのθ回転した方向の電界が印加されることとなる。
【００９１】
　これらの電界により、画素の左右で、液晶分子は互いに逆方向に回転することになるの
で、これらが互いに光学的に補償しあうことにより、階調反転や色つきのない広い視野角
特性を得ることができる。本実施例では、θ＝８°とした。
【００９２】
　データ線１と同じ第２の金属層からなるソース画素電極９は、データ線１に沿って延在
され、隣接する走査線２でサブ画素の辺を構成する走査線２上に形成された第２の金属層
からなる蓄積容量電極８に接続される。
【００９３】
　このように薄膜トランジスタのソース電極に接続されたソース画素電極９をデータ線１
に沿って延在させることにより、ソース画素電極９がサブ画素の短い辺に形成され、長さ
を最も短くできるため、当該部分の面積を極小とすることができる。これにより、開口率
を向上できる。
【００９４】
　前記走査線２上に形成された前記第２の金属層からなる蓄積容量電極８は、前記走査線
２との間に容量を形成し、蓄積容量として機能する。
【００９５】
　蓄積容量電極８は、共通電極４３にも覆われているため、蓄積容量電極８と共通電極４
３との間にも、蓄積容量が形成される。これにより、少ない面積でより大きな蓄積容量を
形成することができる。
【００９６】
　第２の金属層からなる蓄積容量電極８は、走査線２より幅広で、走査線２を覆うように
することが望ましい。このようにすることにより、第２の金属層からなる蓄積容量電極８
は画素電極４１と等電位を有するため、走査線２からの電界をシールドする機能を有する
。
【００９７】
　上述の説明の通り、本願の第３の発明を適用することにより、走査線方向に長いサブ画
素において、高い開口率を得ることができるがわかる。
【００９８】
　本画素構造においては、共通電極電位は、平面状の共通電極４３を構成するＩＴＯの層
で形成されており、この共通電極をマトリクス状に形成することで、これを周辺において
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位に接続された電極を有さない。これにより開口率向上を妨げる電極を形成しなくて良い
ため、開口率を向上できる。
【００９９】
　以上のような構成をとることにより、開口率向上の妨げとなる余分な電極を形成するこ
となく、少ない面積で、十分大きな蓄積容量を形成することが可能となる。
【産業上の利用可能性】
【０１００】
　本願発明は、横電界方式のアクティブマトリクス型液晶表示装置及び該液晶表示装置を
表示装置として利用する任意の機器に利用可能である。
【符号の説明】
【０１０１】
１　データ線
２　走査線
３　画素電極の第１の部分（画素電極の第１部）
４，４６　画素電極の第２の部分（画素電極の第２部）
５　共通電極の第１の部分（共通電極の第１部）
６　共通電極の第２の部分（共通電極の第２部）
７　共通電極の第３の部分（共通電極の第３部）
８　蓄積容量電極
９　ソース画素電極
１０　薄膜半導体層
１１　入射側偏光板
１２　第１の透明絶縁性基板
１３　ゲート絶縁膜
１４　保護絶縁膜
１５、１６　配向膜
１７　液晶
１８　オーバーコート膜
１９　緑（Ｇ）の色層
２０　赤（Ｒ）の色層
２１　青（Ｂ）の色層
２２　第２の透明絶縁性基板
２３　ＩＴＯ膜
２４　出射側偏光板
２５　画素電極を接続するスルーホール
３２　液晶の初期配向方向
３４　ブラックマトリクス
３５　柱状スペーサ
３６　色重ね遮光部
４１　平面状の画素電極
４２　画素電極
４３　平面状の共通電極
４４　平面状の共通電極に形成した画素電極を接続するスルーホール
４５　第２の保護絶縁膜



(14) JP 2013-190703 A 2013.9.26

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(15) JP 2013-190703 A 2013.9.26

【図６】 【図７】

【図８】 【図９】



(16) JP 2013-190703 A 2013.9.26

【図１０】



(17) JP 2013-190703 A 2013.9.26

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 2H092 GA14  JA26  JA46  JB05  JB23  JB64  JB66  JB68  NA07  NA21 
　　　　 　　        QA06 



专利名称(译) 液晶表示装置

公开(公告)号 JP2013190703A 公开(公告)日 2013-09-26

申请号 JP2012058037 申请日 2012-03-14

[标]申请(专利权)人(译) NEC液晶技术株式会社

申请(专利权)人(译) NLT科技有限公司

[标]发明人 西田真一
田口尚之
渡邊貴彦

发明人 西田 真一
田口 尚之
渡邊 貴彦

IPC分类号 G02F1/1368 G02F1/1343

CPC分类号 G02F1/134363 G02F1/133345 G02F1/133512 G02F1/133514 G02F1/133516 G02F1/133528 G02F1
/133753 G02F1/133784 G02F1/13394 G02F1/1341 G02F1/134336 G02F1/13439 G02F1/136213 
G02F1/136286 G02F1/1368 G02F2001/133302 G02F2001/133519 G02F2001/133531 G02F2001
/134345

FI分类号 G02F1/1368 G02F1/1343

F-TERM分类号 2H092/GA14 2H092/JA26 2H092/JA46 2H092/JB05 2H092/JB23 2H092/JB64 2H092/JB66 2H092
/JB68 2H092/NA07 2H092/NA21 2H092/QA06 2H192/AA24 2H192/BB03 2H192/BB12 2H192/BB31 
2H192/BB53 2H192/BB73 2H192/BC31 2H192/CB05 2H192/CC15 2H192/DA02 2H192/DA43 2H192
/DA65 2H192/EA22 2H192/EA43 2H192/GA03 2H192/GA06 2H192/JA33

其他公开文献 JP5888557B2

外部链接 Espacenet

摘要(译)

横向电场型液晶显示装置通过基本上平行于基板的横向电场旋转均匀取
向的液晶而显示，施加在像素电极和公共电极上，确保足够的存储电
容，同时扩大驱动面积。子像素中的液晶分子。连接到源电极的源像素
电极沿数据线延伸，由与数据线相同的层形成的存储电容电极形成在相
邻扫描线上方，以与相邻扫描线重叠，设置源像素电极为了沿着一侧连
接到存储电容电极和像素，在源像素电极上形成层间膜，并且在层间膜
上形成由透明导电膜形成的像素电极和公共电极。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/010a2878-d0fb-40db-88ae-9d6453589537
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/049134475/publication/JP2013190703A?q=JP2013190703A

